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は、基板表面で Si のエッチングと Ag の堆積が同時に生じ、Si と Ag の接触により各々がアノー
ド反応、カソード反応を起こし反応が進行する。図 1 に n 型(100)Si 基板を HF(20%)/AgClO4
(1×10-2M)に 3 時間浸漬して作製した試料の SEM 像を示す。直径が 80 から 300nm で、深さ方向に




ものだと考えられる。FTIR 測定では、全ての試料で Si-O-Si を示す 1110 cm-1、1160cm-1 での吸収


































図2. HF/AgClO4 の場合のPL, PLE 
